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前言

　　本书是美国新墨西哥大学电机与计算机工程系Neamen教授所著的“Semiconductor Physics and
Devices(3rd edition)”一书的改进版本。
. 在原书的基础上，本书主要进行了以下的调整： (1)重新组织编排了原书的章节和内容，特别将有
关MOSFET器件物理的内容放在了BJT之前，这反映了MOSFET在当代主流CMOS工艺中的重要位置；
(2)结合不同类型半导体器件原理的介绍，增加了相应的微电子制造工艺方面的内容； (3)压缩了有关
量子力学方面的内容，力图以较少的篇幅和比较浅显易懂的方式来介绍固体的量子理论和半导体物理
方面必要的基础知识： (4)增加了一些介绍新器件结构方面的内容，例如MEMS器件等，以便进..
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内容概要

本书是美国新墨西哥大学电机与计算机工程系Neamen教授所著的“Semiconductor Physics and Devices
，3rd edition”一书的改进版本。
.    与原书相比，本书更好地将固体品格结构、量子力学入门知识、固体的量子理论以及半导体物理和
半导体器件有机地结合在一起。
利用本书，学生只需要具有高等数学和大学普通物理的基础，用一个学期就可以系统地学习到半导体
器件的基本理论，从而为进入微电子学研究领域打下一个良好的基础。
这一特点也是目前国内出版的同类教材很难达到的。
..    另外，本书还尽量保持了原书的主要优点：    (1)注重基本概念和方法。
本书从内容的整体编排到具体章节的叙述，都体现了突出物理概念、强调基本分析方法的指导思想。
书中的数学推导和物理分析融为一体，得出的结论不仅对理解物理概念十分重要，而且经得起反复推
敲。
书中还采用了大量非常清晰的插图，帮助读者更好地理解基本概念。
    (2)可读性强，便于自学。
全书脉络清楚，说理透彻，易于读者理解和掌握。
每一章的开头都有引言，告诉读者可以从本章学到什么，应该掌握什么；每一章中都有例题和读者自
测题；每一章的最后还有总结、复习提纲和大量习题(其中包含一些采用计算机进行模拟计算的练习
题)。
通过举例和练习加深读者对基本概念的理解是本书突出的特点。
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